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(57) Мікроелектронний оптичний давач, який міс-
тить два джерела постійної напруги, фоторезис-
тор, польовий транзистор і ємність, який відрізня-
ється тим, що введені два оптично чутливих
біполярних транзистори, резистор, друга ємність,
причому перший полюс першого джерела постій-
ної напруги з'єднаний з першим виводом фоторе-
зистора, а другий вивід фоторезистора з'єднаний
із базою першого оптично чутливого біполярного
транзистора, колектор якого підключений до пер-

шого виводу першої ємності, емітера другого оп-
тично чутливого біполярного транзистора і затвору
польового транзистора, який утворює першу вихі-
дну клему, при цьому емітер першого оптично чут-
ливого біполярного транзистора з'єднаний з вито-
ком і підкладкою польового транзистора, а другий
вивід першої ємності з'єднаний з базою другого
оптично чутливого біполярного транзистора і пер-
шим виводом резистора, а другий вивід резистора
з'єднаний з колектором другого оптично чутливого
біполярного транзистора, першим виводом другої
ємності і першим полюсом другого джерела по-
стійної напруги, при цьому другий полюс другого
джерела постійної напруги підключений до другого
виводу другої ємності, стоку польового транзисто-
ра і другого полюсу першого джерела постійної
напруги, які утворюють загальну шину, до якої під-
ключена друга вихідна клема

Винахід належить до області контрольно-
вимірювальної техніки і може бути використаний
як оптичний давач в різноманітних пристроях ав-
томатичного керування технологічними проце-
сами

Відомий пристрій для виміру оптичного випро-
мінювання складається з фотоелектричного пере-
творювача, конструкція якого містить високоомну
напівпровідникову підкладку, на якій розташований
канал з малою концентрацією легуючих домішок
На каналі сформовані області стоку і витоку з ви-
сокою концентрацією домішок, які мають протиле-
жний тип провідності відносно підкладки Поверх
каналу розташована Н-накопичувальна область
затвору з типом провідності підкладки Н-
накопичувальна область збирає заряди, які вини-
кають при дії оптичного випромінювання на повер-
хню приладу Величина струму, який протікає між
витоком і стоком через накопичувальну область,
змінюється пропорційно з и потенціалом (див Па-
тент США №5065206 з кл Н 01 L 27/14, 1991)

Недоліком такого пристрою є невелика чутли-
вість і точність виміру, яка пов'язана з тим, що змі-
на інтенсивності оптичного випромінювання кана-
лу польового транзистора приводить до невеликої

зміни напруги на затворі, а це в свою чергу приво-
дить до невеликої зміни струму стоку

За прототип обрано напівпровідниковий опти-
чний давач (див патент РФ №2114490 з кл HOI L
31/08, 1998, Бюл №18), який складається з двох
джерел постійної напруги, двох фоторезисторів,
двох польових транзисторів, пасивної індуктивнос-
ті і ємності При дії оптичного випромінювання на
фоторезистори змінюється ємнісна складова пов-
ного опору на електродах стоків польових транзи-
сторів яка є ємністю коливального контуру генера-
тора, а це викликає зміну частоти генерації
пристрою

Недоліком такого пристрою є мала чутливість
в області малих величин оптичного випромінюван-
ня, тому що при цьому різко знижується залеж-
ність опору фоторезистора від оптичного випромі-
нювання

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення мікроелектронного оптичного давача, в яко-
му за рахунок введення нових блоків і зв'язків між
ними досягається зміна як ємності, так і індуктив-
ності коливального контуру, що підвищує чутли-
вість і точність виміру оптичного випромінювання

Поставлена задача вирішується тим, що в
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пристрій який містить два джерела постійної на-
пруги, фоторезистор, польовий транзистор і єм-
ність, введено два оптично чутливих біполярних
транзистора, резистор і другу ємність, що дало
змогу змінювати як ємність так і індуктивність ко-
ливального контуру генератора при дії оптичного
випромінювання у запропонованому пристрої на
відміну від відомого, в якому тільки змінювалась
ємність, причому перший полюс першого джерела
постійної напруги з'єднаний з першим виводом
фото резистора, а другий вивід фоторезистора
з'єднаний із базою першого оптично чутливого
біполярного транзистора, колектор якого підклю-
чений до першого виводу першої ємності, емітера
другого оптично чутливого біполярного транзисто-
ра і затвору польового транзистора, який утворює
першу вихідну клему, при цьому емітер першого
оптично чутливого біполярного транзистора з'єд-
наний з витоком і підкладкою польового транзис-
тора, а другий вивід першої ємності з'єднаний з
базою другого оптично чутливого біполярного тра-
нзистора і першим виводом резистора, а другий
вивід резистора з'єднаний з колектором другого
оптично чутливого біполярного транзистора, пер-
шим виводом другої ємності і першим полюсом
другого джерела постійної напруги, при цьому дру-
гий полюс другого джерела постійної напруги під-
ключений до другого виводу другої ємності, стоку
польового транзистора і другого полюсу першого
джерела постійної напруги, які утворюють загаль-
ну шину, до якої підключена друга вихідна клема

Використання запропонованого пристрою для
виміру оптичного випромінювання суттєво підви-
щує чутливість і точність виміру інформативного
параметру за рахунок виконання ємнісного елеме-
нта коливального контуру на основі першого опти-
чно чутливого біполярного транзистора і польово-
го транзистора, так і індуктивного елемента
коливального контуру на основі другого оптично
чутливого польового транзистора з послідовним
колом з першої ємності і резистора При дії оптич-
ного випромінювання на оптично чутливі перший,
другий біполярні транзистори і фоторезистор змі-
нюється як ємність так й індуктивність коливально-

го контуру, що викликає зміну резонансної часто-
ти Лінеаризація функції перетворення
проводиться шляхом вибору величини напруги
живлення

На кресленні подано схему мікроелектронного
оптичного давача

Пристрій містить джерело постійної напруги 1,
фоторезистор 2, оптично чутливий біполярний
транзистори 3 і польовий транзистор 4 Послідов-
не коло, яке утворено ємністю 5 і резистором 7,
підключено паралельно емітеру і колектору оптич-
но чутливого біполярного транзистора 6 Ємність 8
підключена паралельно другому джерелу постій-
ної напруги 9 Вихід пристрою утворений затвором
польового транзистора 4 і загальною шиною

Мікроелектронний оптичний давач працює та-
ким чином

В початковий момент часу оптичне випромі-
нювання не діє на фоторезистор 2 і оптично чут-
ливі біполярні транзистори 3 і 6 Підвищенням на-
пруги джерела постійної напруги 1 і джерела
постійної напруги 9 до величини, коли на електро-
дах колектора оптично чутливого біполярного тра-
нзистора 3 і стоку польового транзистора 4 вини-
кає від'ємний опір, який приводить до виникнення
електричних коливань в контурі, який утворений
паралельним включенням повного опору з ємніс-
ним характером на електродах колектор-стік опти-
чно чутливого біполярного транзистора 3 і польо-
вого транзистора 4 та повного опору з індуктивним
характером на електродах емітер-колектор оптич-
но чутливого біполярного транзистора 6 Ємність 8
запобігає проходженню змінного струму через
джерело постійної напруги 9 При наступній дії
оптичного випромінювання на фотсрезистор 2 і
оптично чутливі біполярні транзистори 3 і 6 зміню-
ється як ємнісна складова повного опору на елек-
тродах колектор-стік оптично чутливого біполярно-
го транзистора 3 і польового транзистора 4, так і
індуктивна складова повного опору на електродах
емітер-колектор оптично чутливого польового тра-
нзистора 6, а це викликає ефективну зміну резо-
нансної частоти коливального контуру
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